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(54) Title: SEMICONDUCTOR COMPONENT COMPRISING ESD PROTECTION 
(54) Bezeichnung: HALBLEITER-BAUELEMENT MIT ESD-SCHUTZ 
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fs| (57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component comprising ESD protection elements (32, 33) arranged outside 
C> the semiconductor body ( 1) and connecting an additional strip conductor (3) guiding a reference potential (GDN), to strip conductors 

Oof the leadframes (14, 15). ESD protection structures integrated into the semiconductor body (1) are thus no longer required, and the 
correspondingly high surface consumption is eliminated. 
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(57) Zusammenfassung: Ein Halbleiterbauelement weist ESD-Schutzelemente (32, 33) auf. die auBerhalb des Halbleiterkorpers 
(1) angeordnet sind und eine Bezugspotential (GDN) fuhrende zusatzliche Leiterbahn (3) mit Leiterbahnen des Leadframes (14, 
15) verbinden. Auf dem Halbleiterkorper (l) integrierte ESD-Schutzsirukturen sind nicht mehrerforderlich, der entsprechend hohe 
Flachenverbrauch wird gespart. 



